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１．概要（Summary） 

 フォトレジストを塗布した基板上に、電子線リソグラフィー

装置を用いて周期的な構造を描画し、フォトレジストを現

像することで、周期的な構造を形成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高精細電子線リソグラフィー装置 

エリオニクス社 “ELS-7700T” 

【実験方法】 

 今回、25 mm2のサイズに切出したシリコンウェハ基板を

用い、その上にフォトレジストをスピンコートした。フォトレ

ジストは、日本ゼオン社の ZEP520A とアニソールを、5:1

で混合したものを用いて塗布した。スピンコートの条件は、

Table 1に示す。塗布後、180℃、2 minで加熱し、フォト

レジスト層を形成した。 

 フォトレジスト塗布後、電子線リソグラフィー装置により、

パターニングを形成した。設定した条件を Table 2に示し、

今回描画したパターニング形状を Figure 1に示す。 

Table1. Spin coating condition 

Condition Rotation [RPM] Time [sec] 

1 300 3 

2 Slope 

3 4000 60 

 

Table2. Electron beam lithography condition 

Parameters Set value 

Dot map 240,000 dots 

Area 1,200µm 

Reg. Doze 180µC/cm2 

Beam Current 500pA 

Doze Time 0.09 µsec/dot 
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Figure 1. Structure of pattern 

３．結果と考察（Results and Discussion）  

 電子線描画後、現像液(酢酸 n-アミル)に 60秒間浸漬し

た。その後、現像液を除去し、レジスト表面を電子線走査

型顕微鏡(SEM)で観察した結果をFigure 2に示す。この

結果より、パターン寸法が約 2割程度短くなっており、また

描画領域の端部ではパターンのエッジがはっきりしていな

いことがわかった。原因としては照査面積が大きかったた

め、面積に対するビームの集光状態が最適ではなかった

ためと考えられる。 
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Figure 2. SEM image of fabricated patterns 

 (a) terminal of area, (b) center of area  
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